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１．概要（Summary） 
東北大学試作コインランドリの DeepRIE 装置にて、775 
µm厚のSiウェハの貫通エッチングを、酸化膜のみでエッ

チングストップ可能か実験した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
レーザ描画装置 
両面アライナ露光装置一式（両面アライナ、スピンコータ、

オーブン、現像機、乾燥機） 
アルバック ICP-RIE 
DeepRIE 装置 
 
【実験方法】 
東北大学試作コインランドリのレーザ描画装置にて、裏

面用のフォトマスクを製作し、両面アライナによる裏面にフ

ォトレジストのパターニング後、アルバック ICP-RIE で酸

化膜を除去し、DeepRIEにてSiの深堀エッチングを行っ

た。この際に用いたフォトレジストは、PMER900 である。 
貫通後のストッパ膜として、Siウェハを熱酸化し、膜厚は 4 
µm とした。Si ウェハの厚みは 775 µm、Si のエッチング

加工を行う貫通穴は、Φ100 µm である。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
ボッシュエッチングは順調に行うことが出来ており、スト

ッパ膜の熱酸化膜でエッチングストップが掛かるはずであ

ったが、ストッパ膜は Fig. 1 のように破れてしまっていた。

熱酸化膜が破けてしまったのは、エッチングプロセス終

了後に、ウェハ冷却用のヘリウムガスの供給が止まるため、

装置のチャンバー内の気圧が変化し、ストッパ膜が破けた

と推定する。ボッシュエッチングのストッパ膜としてはメタル

膜を使用するか、サポートウェハが必要であることが分か

った。 

 

 
Fig. 1 Through hole by SEM image. 

 
４．その他・特記事項（Others） 
・今回の実験は、東北大学の戸津先生、森山先生、鈴木

先生のご協力により、実施致しました。誠にありがとうござ

いました。 
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